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dati studente

Cognome: Nome:

Matricola: Compito A

Esercizio 1 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi di circuiti lineari in
regime sinusoidale.
R1=10Q; R, =0.2 Q;

|| M
[ n C=1000 puF;
it R c 2 L1=50 mH; L,=2 mH; M=10 mH;
J( 1 L L, :
e(t) j)=Jncos 100t, Jn=5A,;
e(t)= En cos (100 t+74), En= 20 V.

Il circuito in figura € in regime sinusoidale. Calcolare I’andamento della potenza complessa assorbita dal
condensatore e quella attiva assorbita dal resistore R;.

Esercizio 2 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi dei transitori nei circuiti
lineari.

RI2 t=0
N > L R=20Q;
L L = 20 mH;
R Cc | J 2R 2R C =100 pF;
J=4 A

Il circuito dinamico in figura & a regime per t<0, prima dell’apertura dell’interruttore. Determinare I’andamento
della tensione del condensatore v, (t) -0<t <00,

Esercizio 3 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi di doppi bipoli lineari

ip R, R I
¥ +
R, Ra = Re =20 O;
R, =10 Q;
gvi

Per il doppio bipolo in figura determinare la caratterizzazione in tensione.

Si prega di non scrivere nella zona sottostante.

A B

cC D

Insuff.
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dati studente
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Esercizio 1 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi di circuiti lineari in
regime sinusoidale.

R, =100Q; R, =0.2 Q;

M
Ry C=1000 pF;
e(t) C—/ L L <r,\Djs L1=50 mH; L,=2 mH; M=10 mH;
Y jt)=Jmcos100t, Jn=5A;

e(t)= En cos (100 t+44), En=20 V.
Il circuito in figura € in regime sinusoidale. Calcolare I’andamento della potenza complessa assorbita dal
condensatore e quella attiva assorbita dal resistore R;.

Esercizio 3 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi dei transitori nei circuiti
lineari.

R =0 '
i | R=200;

C L = 20 mH:

R L J R R C =100 uF;
J=4A.

Il circuito dinamico in figura & a regime per t<0, prima dell’apertura dell’interruttore. Determinare
I’andamento dell’intensita di corrente dell’induttore i (t), -co<t <oo.

Esercizio 3 — Obbiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per I’analisi di doppi bipoli lineari

Ra=R;=20Q;
N Rp =10 Q;

iy r=5QQ;

Per il doppio bipolo in figura determinare la caratterizzazione in corrente.

Si prega di non scrivere nella zona sottostante.

A B

cC D

Insuff.
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Soluzione (compito A)

. . i |
1) Osservando che I’accoppiamento risulta perfetto, con il |

2
corrispondente circuito equivalente e sfruttando il trasporto R, c L 'R
a primario ci si riconduce al circuito in figura. Applicando i ! ne(t)
la sovrapposizione degli effetti abbiamo:
. /  n? _, - RZ! R
2. =7, +%; Vi =T —9_-206-j17.6; 1. =1J R _20+18
Z,+nN°R, R, + Z R, + Z’

Z.(Z2.+ R ' _ _
Zr —Ll(—. - nE/ (n°R,+Z7,) 4_2.5— j4.2; V2 =-T!/R =-25.0+ j41.6;

Z,+Z.+R 2, +Z.+R;

Vo= VL +V0=—-44+j239 T.=1.+1.=54-j2.4;, P, =

| :—z o|T | =—j176.5

l\.)||—‘

K O0kO0kOkOkOkOkOkOkOkOkOkO(kO(kOkO(kO(kO(kOkO(kO(kO(kOkOXkOkO(kOkOkOkO(kOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkO%kOkO%kO0%k0%k0%0

2) Per il calcolo del regime, sia per t<O che per t—oo il circuito si semplifica considerando il
condensatore un c.a e I’induttore un c.c.; si ha:

t<0:>vC:§%:20V; t—)oo:>va:§J =40 V.

L’espressione generale della soluzione per v, (t), t >0 & data da v, (t) = Ae™ +v, dove:

R =R _100; 1=——1 = _1000; A=v.,—v,, =—20.
2 C

eq 0
€q
KOk O0kOKkO0OkOXkOkOkOkOkOkOXkOKkOkOKkOkOKkOkOKkOkXkOkOKXkOKXkOKXAOKXkOKXxOKXkOKXkOXkOKXkOXkOKkOXkOKkOkOKkOkOKkO0OkOKkO0kOXkO0kO0OXk0kO0Xx0%0

3) | due circuiti di caratterizzazione, per il calcolo dei rispettivi parametri

sono rappresentati in figura. Si ha: i, ,Ra Re i
] i +1, =gV, Ry
i . . 1+9gR, 41
Gll:V_llv,()’ v, = Rji; + Rygv; + v, | :Gn:Ra+Rc 40_102501 Vi
= |RyQV, +V, +R (v, —i;)=0 Vi
Gy=2| =h_g 6 -3 _gg750"
Vi, o v, 40
G-z -——1t _1_gomar
Val,, Re+R. 40
e LT P S YT
Vo RatR. 40
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Soluzione (compito B)

j®/n

1) Osservando che [I’accoppiamento risulta perfetto, con il R,
corrispondente circuito equivalente e sfruttando il trasporto a e(t) c—/ L
primario ci si riconduce al circuito in figura. Applicando la ‘anz
sovrapposizione degli effetti abbiamo:

L , — = R ) - = Il ]

Zo=Z N ZL1In°Ry; Vg =E —=11.3+ 8.5 V(=E —=2.8+ ]5.7;

R +Z, R +Z,,

7 1 7 7 T VA ‘]_ 7" HR

Zeq = R1 ”Zc | ZL1 I nZRz; Vc :_VRl :erq =3+ J;
—2 —

va VA VA H . Va VA VA H . 1 l\/| . B 1 |V H

Vew= Ve +Vi =83+ J75; Vo = V{+VI =58+ 6.7 Py =—o-=63W; B =255 =—j 39.
1

2)

3)

*O0KkO0kOXkOkOXkOXkOKkOKkOKkOkOkOkOkOkOkOkOXkOXkOXkOKXkOKkOKkOkOkOkOkOkOAkOXkOXkOXkOXkOXkOXkOXkOKkOkOkOkOkOkOXxkOXxkOXkOXx0O%0

Per il calcolo del regime, sia per t<0 che per t—oo il circuito si semplifica considerando il
condensatore un c.a e I’induttore un c.c.; si ha:

t<0:>i|:%:2A;t—>oo:>iLw:J=4A.

L ’espressione generale della soluzione per i, (t), t >0 é data da i_(t) = Ae™ +i _, dove:

R
Ry =R=200; A=-==-1000; A=iy, iy, =-2.

*O0kOXkOXkO0kOkOkOkXkOXkOXkOkOXOkOXkOXkOXkOkOXOKkOKXkOXkOKXOkOXOkOKXkOXkOXOkOX(OKkOkOXkOXxO0kOXkO0OkO0kOkOXx0k0%k0k0%k0%k0%x0%k0

| due circuiti di caratterizzazione, per il calcolo dei rispettivi

. o . Ry
parametri sono rappresentati in figura. Si ha:
i1
Co_ + N )+
I.=1-1 .
Rn:ﬁ 1 { c. ' . . :>R11=Ra r+RC =§=125Q rll
I |, g R,i, = ri, + R, R,+R. 2 Vi a R v,
i, =i —i - - -
RZI—Y—Z ;1 Y =R, =R, R, I =E=7.5§2
b |, R, =1l + R, R,+R. 2
% R.R I2
R,=-2 =—2=<_-100Q
L, RR + +
Vi a Rc V2
R, =l =R 490
I ]; o R, + R, ) .



